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１．概要（Summary） 

有機エレクトロニクスにおいて有機半導体の電荷キャリ

ア移動度は重要なパラメータであり、一般には FET 

(Field effect transistor) や SCLC(Space-Charge- 

Limited Current)、TOF(time of flight)測定などで見

積もられる。有機半導体の電荷キャリア移動度は、有機半

導体の集合状態に強く依存するので、表面とバルクでは

有機半導体の電荷キャリア移動度が異なるという予想は

なされているが、それを実証するのは難しく、実現されて

いない。それは同一方法で表面とバルクの電荷キャリア移

動度を切り分けて定量できる測定方法の不在によるもの

である。SCLC や TOF 測定はバルクの電荷キャリア移動

度を測定する。逆に FET 測定は有機半導体と絶縁体の

界面における電荷輸送を評価するため、バルクの移動度

を測定できない。測定原理が異なる測定法間での得られ

た移動度を比較することは難しいため、バルクよりも表面

の方が乱れが大きく、電荷キャリア移動度が小さいという

予想はなされているが、実験的な検証はなされていなか

った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

パリレン成膜装置 

 

【実験方法】 

石英基板 (4.9mm x 50 mm x 1 mm) の上に電極と

して Tiを 5 nm、Auを 30 nm蒸着し、その上に絶縁

層として SiO2を 300 nmスパッタ法で成膜した。そ

の上に、パリレン Parylene-Cを、パレリン成膜装置で

500 nm成膜した。この上に C8-BTBT、DPP-DTT、

DNTTなどの有機半導体を成膜した。最後に上部電極と

して Auを 30 nm蒸着することで素子を作製した。この素

子を FI-TRMC(field-induced time-resolved 

microwave conductivity)のマイクロ波共振器に挿入し、

電圧印加による電荷蓄積に伴うマイクロ波誘電損失を評

価した[1]。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

さまざまな絶縁層の上に有機半導体を製膜し、

FI-TRMC 測定を行った結果、低電圧を印加した場合

は高い電荷キャリア移動度が測定されるのに対して、

印加電圧を高くして行くと、ある電圧を境に移動度が

低くなる現象が見られた。この現象は PMMA、PS、

Cytop などの一般的な高分子絶縁層において、

C8-BTBT、DNTT、DPP-DTTなどの高移動度材料で

は漏れなく現れている。しかし、Parylene-Cを絶縁層

と用いた場合には、この様な現象は見られず、低電圧

で高かった移動度が高電圧でも維持されるのが観測

された。パリレンによる表面処理は表面エネルギーに

変化を与え、有機半導体と絶縁層の界面でもバルクと

同程度の良い結晶性を維持させていると推測される。

その証拠としてパリレンの上に六方晶窒化ホウ素

h-BNを製膜して、その上にC8-BTBTを蒸着すると、

高電圧で移動度が小さくなる現象がまた見られるの

が観測された。バルクと表面の電荷キャリア移動度が

異なるということを実証できると考えられる。 
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